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CTadnauTpoHbI

ZMM2V0---ZMM 75
OCOBEHHOCTHA LL-34(SOD-80)

Hwuskasg croumocTh
WUpeHTudukauma katoaa

Manenbkuii pazmep ﬁ
CTeKIJISTHHBIN KOpIyC f
b
| | E
MEXAHUYECKHE JAHHBIE s 0
Koprryc: crexmsansii LL34.
BriBoga: nyxxennsie MIL-STD-202, meton 208. Pasmepbl B MUNNMMeETpax.
[TonsipHOCTB: MOJIOCKOM MapKUPYETCS KaTO.
MOoHTa)XHOE TOJIOKEHHUE: JTF000E.
Bec: 0.05 rpamma.
MakcumanbHble TeXHn4YecKkue XapaKTepucTukun
3HayeHusi napameTpoB nNpu 25°C TemnepaType oKpyatoLLei Cpefipl, ECru He ykasaHo MHoe.
MapameTp OGosHauyeHue| 3HauveHue |En.mamepenus
PaccenBaeMasi MOIIHOCTD Pt 500 MBT
Temnepatypa nepexona T; 175 °C
Jwnamnaszon Temneparyp XpaHeHUs Ts -55to+ 175 °C
MakcumanbHble 3f1eKTpUYecKknue XxapakTepucTUKm
3HaueHunst napameTpoB npu 25°C Temnepatype OKpyxatoLLe cpeabl, eCriv He yKa3aHO UHOE.
MapameTp O603HauyeHue Makc. En. namepeHns
TerioBo€ COMPOTHUBIICHUE TIEPEXOA-OKPYIKAIOIA cpeaa Ripa 0.3 K/MBT
MaxkcumManbHoe mpsiMoe Hanpsbkernue rmpu [y = 100 MA. \E 1 B
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ZMM2VO-ZMM75
Jlnana3oH HampsHKEHUS. 1 HuddepennuansHoe Maxc. 0BpaTHELi TOK yTeux TeMriepaTypHit
CTabunn3anum CONPOTHBIECHNE Kod(hpuLIeHT
Tun VZroM \4 npu 17T Z7T Z7zK  |npnlZK T, =250¢| Ta= 125 C npu VR CTaOMIMTpOHA
(B) (B) (MA) | Maxc(om) | Makc(om) | (MA) | Make(MxA) | Makc(mMkA) | (B) TKvz (%/K)
ZMM2V0 2 1.8..2.15 5 85 600 1 100 200 1 -0.09...-0.06
ZMM2V2 2.2 2.08...2.33 5 85 600 1 75 160 1 -0.09...-0.06
ZMM2V4 2.4 2.28..2.56 5 85 600 1 50 100 1 -0.09...-0.06
ZMM2V7 2.7 2.5..2.9 5 85 600 1 10 50 1 -0.09...-0.06
ZMM3V0 3 2.8..3.2 5 85 600 1 4 40 1 -0.08...-0.05
ZMM3V3 3.3 3.1.3.5 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
ZMM3V6 3.6 34.3.8 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
ZMM3V9 3.9 3.7.4.1 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
ZMM4V3 43 4..4.6 5 75 600 1 1 20 1 -0.06...-0.03
ZMM4V7 4.7 44..5 5 60 600 1 0.5 10 1 -0.05...4+0.02
ZMM5V1 5.1 4.8..54 5 35 550 1 0.1 2 1 -0.02...4+0.02
ZMMS5V6 5.6 5.2..6 5 25 450 1 0.1 2 1 -0.05...40.05
ZMM6V2 6.2 5.8...6.6 5 10 200 1 0.1 2 2 0.03...0.06
ZMM6VE 6.8 64..72 5 8 150 1 0.1 2 3 0.03...0.07
ZMM7V5 7.5 7..7.9 5 50 1 0.1 2 5 0.03...0.07
ZMM8V2 8.2 7.7..87 5 50 1 0.1 2 6.2 0.03...0.08
ZMMOIV1 9.1 8.5..9.6 5 10 50 1 0.1 2 6.8 0.03...0.09
ZMM10 10 9.4...10.6 5 15 70 1 0.1 2 7.5 0.03...0.1
ZMM11 11 104...11.6 5 20 70 1 0.1 2 8.2 0.03...0.11
ZMM12 12 11.4..12.7 5 20 90 1 0.1 2 9.1 0.03...0.11
ZMM13 13 12.4...14.1 5 26 110 1 0.1 2 10 0.03...0.11
ZMM15 15 13.8...15.6 5 30 110 1 0.1 2 11 0.03...0.11
ZMM16 16 15.3...17.1 5 40 170 1 0.1 2 12 0.03...0.11
ZMM18 18 16.8...19.1 5 50 170 1 0.1 2 13 0.03...0.11
ZMM20 20 18.8..21.2 5 55 220 1 0.1 2 15 0.03...0.11
ZMM22 22 20.8...23.3 5 55 220 1 0.1 2 16 0.04...0.12
ZMM24 24 22.8..25.6 5 80 220 1 0.1 2 18 0.04...0.12
ZMM27 27 25.1..28.9 5 80 220 1 0.1 2 20 0.04...0.12
ZMM30 30 28..32 5 80 220 1 0.1 2 22 0.04...0.12
ZMM33 33 31..35 5 80 220 1 0.1 2 24 0.04...0.12
ZMM36 36 34..38 5 80 220 1 0.1 2 27 0.04...0.12
ZMM39 39 37..41 2.5 90 500 0.5 0.1 5 30 0.04...0.12
ZMM43 43 40...46 2.5 90 500 0.5 0.1 5 33 0.04...0.12
ZMM47 47 44...50 2.5 110 600 0.5 0.1 5 36 0.04...0.12
ZMM51 51 48...54 2.5 125 700 0.5 0.1 10 39 0.04...0.12
ZMM56 56 52...60 2.5 135 700 0.5 0.1 10 43 0.04...0.12
ZMM62 62 58...66 2.5 150 1000 0.5 0.1 10 47 0.04...0.12
ZMM68 68 64..72 2.5 200 1000 0.5 0.1 10 51 0.04...0.12
ZMM75 75 70...79 2.5 250 1000 0.5 0.1 10 56 0.04...0.12

1) IIporectupoBano ¢ umimyascamu tp = 20 Mcek
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ZMM2VO-ZMM 75 TunoBble XapaKTepUCTUKU
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